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本論文は、数 10nm""'-'数 μm の大きさをもっ半導体微粒子の励起子状態が、表面準位と結晶欠陥に起因する表面状
態により強く影響を受けることを系統的に明らかにしたものであり、一般の半導体コロイドや多結品薄膜試料につい
ても同様のモデルが適用で、きる点で意義深い。また、比較的短時間の熱処理で微粒子内の欠陥濃度や空間分布を容易
に制御できるため、この現象を用いた半導体微粒子の発光特性の制御は、半導体微粒子をベースにした高効率発光材
料の開発研究の立場からも注目されるものである。このように本論文は半導体微粒子光物性の基礎と応用研究の発展
に寄与するところが大きく、博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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